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       В карбиде кремния вследствие низкой подвижности первичных радиационных дефектов реализуется относительно редкая ситуация, когда последствия облучения при комнатной температуре определяются собственными дефектами решетки. При этом вклад вторичных процессов в дефектообразование практически не ощущается. Усиление роли вторичных процессов в принципе может быть достигнуто изменением температуры облучения. Нами выполнено исследование влияния температуры облучения электронами на энергетические спектры радиационных дефектов в карбиде кремния политипа 4Н n-типа проводимости. Спектры радиационных дефектов измерялись методом емкостной спектроскопии. Пример такого спектра приведен на рис.1. 
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Рис.1. Спектр радиационных дефектов в n-4H-SiC до и после облучения электронами при температуре 20  и 2000С. 

Анализ, сделанный на основе большого количества измеренных спектров, позволяет предположить, что при повышении температуры облучения происходит не просто изменение количества вводимых дефектов, а кардинально изменяется их спектр.


